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Обычно при обсуждении проводимости статический беспорядок считается заданным и независящим от внешних факторов. Это в значительной мере справедливо для металлических систем. Однако для полупроводников статический беспорядок, как правило, связан с наличием заряженных дефектов,  числа заполнения которых зависят от температуры. В  связи с обсуждением проблемы перехода металл-изолятор в 2D  были предложены концепции беспорядка, зависящего как от температуры, так и от внешнего магнитного поля [1,2,3].   Однако системы, обсуждавшиеся в [1,2,3] (Si-MOSFET), не позволяли корректно квалифицировать характер беспорядка.

В данной заметке мы описываем проявление беспорядка, зависящего от температуры и от магнитного поля на примере хорошо известной системы квантовых ям GaAs-AlGaAs, в которой как ямы, так и барьеры легированы Be. Экспериментально нами надежно установлено, что в низкотемпературной области (< 10 K) приложение сильного магнитного поля приводит к заметному (до 50 % ) уменьшению сопротивления. С другой стороны, температурная зависимость сопротивления явно демонстрирует участок (в районе 50 -100 К) где сопротивление растет с ростом температуры. Заметим, что фононный вклад в сопротивление в указанной области температур исключается.

Мы связываем наблюдаемую температурную зависимость сопротивления (как и отрицательное магнетосопротивление) с влиянием температуры и магнитного поля на перераспределение зарядов между тремя типами центров. Речь идет о двукратно заполненных акцепторах в яме – (A+) центрaх  (образование которых возможно за счет акцепторов барьерах), (A-) центрах, связанных с опустошенными барьерными акцепторами, и (A0b) центрах, в которых дырка в яме локализуется в окрестности «своего» акцептора в барьере. Рост  температуры приводит к ионизации (A0b) центров в валентную зону и  к росту беспорядка, сопровождаемого ростом сопротивления.  В свою очередь, магнитное поле при низких температурах  приводит (за счет спиновых корреляций на A+ центрах)  к смещению равновесия между (A+) и (A0b) центрами в пользу последних. Это приводит к частичному подавлению беспорядка и, как следствие, к отрицательному магнетосопротивлению.
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